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Inventia se referd la purtatorii fototermoplastici
pentru metode optice de imprimare a informatiei si
poate fi utilizatd in electrofotografie si holografie.

Esenta inventiei constd in aceea ca in purtitorul
fototermoplastic ce contine suport din lavsan meta-
lizat cu strat injector si strat fotopolimeric depuse
consecutiv, stratul injector este executat din solutie
solidd de semiconductor calcogenid vitrific din
sistemul As-S-Se-Sn cu grosimea 0,4...0,5 um, iar

10

2
stratul fotopolimeric este constituit din copolimerul
carbazoliletilmetacrilatului.

Rezultatul tehnic al inventiei constd in aparitia
injectarii suplimentare a purtdtorilor de sarcind in
fotopolimer.
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Descriere:

Inventia se refera la purtatorii fototermoplastici pentru metode optice de imprimare a informatiei
si poate fi utilizata in electrofotografie si holografie.

Este cunoscut purtitorul fototermoplastic pe baza compozitiilor de fotopolimeri carbazolici
sensibilizati cu 2,4,7- trinitrofluorenond [1]. In calitate de fotoconductor organic a fost utilizat
carbazolil-9-etilmetacrilatul (CEM), copolimerizat cu alchilmetacrilati in calitate de plastifianti in
prezenta initiatorului azobisizobutironitril, in urmatorul raport al componentelor (% mol.):
carbazolil-9-etilmetacrilat 50...80, plastifiant 20...50.

insd purtitorul fototermoplastic mentionat posedi o fotosensibilitate relativ mici in regiunea
vizibild a spectrului.

Mai apropiat din punct de vedere tehnologic de cel propus este purtatorul fototermoplastic de
informatie, care este constituit din suport (polietilentereftalat metalizat cu nichel), strat injector din
seleniu si strat fotosensibil pe baza compozitiei mecanice alcituite din polivinilcarbazol si
termoplastic [2].

Dezavantajul acestui purtitor fototermoplastic este fotosensibilitatea joasa ~ 3-1072 (1x-s) ™,

Esenta inventiei o constituie faptul ci purtitorul fototermoplastic contine suport din lavsan
metalizat cu strat injector si strat fotopolimeric depuse consecutiv, stratul injector executat din
solutie solidd de semiconductor calcogenid vitrific din sistemul As-S-Se-Sn cu grosimea 0,4...0,5
pm, iar stratul fotopolimeric este constituit din copolimerul carbazoliletilmetacrilatului.

Folosirea ca strat injector a solutiei solide de semiconductor calcogenid vitrific din sistemul As-
S-Se-Sn, care posedd in comparatie cu straturile celui mai apropiat analog o eficienta cuantica mai
mare (=1), permite micsorarea cantitatii componentei fotosensibile in copolimer de la 30% mol.,
pastrand sensibilitatea fotografica (4,0...6,5) -10%(Ix-s)™.
surplus de purtatori de sarcind conform gradientului cAmpului electric.

Rezultatul tehnic al inventiei propuse consta in aparitia injectarii suplimentare a purtatorilor de
sarcind in fotopolimer.

Inventia se explica prin desenele, care reprezinta:

- fig. 1, schema structurii purtatorului fototermoplastic;
fotopolimer depuse pe suport metalizat in functie de temperatura;

- fig. 3, capacitatea de difuzie a luminii in functie de temperatura.

Purtatorul fototermoplastic este constituit din suportul 1 din lavsan metalizat, pe care sunt
depuse consecutiv stratul injector 2 si stratul fotopolimeric 3.

Purtatorul fototermoplastic functioneaza in felul urmator: la conectarea unui dispozitiv special
de tensiune inaltd, stratului fotopolimeric 3 si stratului injector 2 li se comunicd potential
electrostatic de polaritate opusa.

Astfel electrizat, purtatorul fototermoplastic devine fotosensibil.

La iluminare in stratul injector 2 si stratul fotopolimeric 3 are loc fotoionizarea si crearea purta-
torilor de sarcina liberi. In locurile iluminate se creeazi regiuni (canale) cu conductibilitate sporitd
comune pentru stratul fotopolimeric 3 si stratul injector 2.

Marirea concentratiei purtatorilor de sarcind liberi in stratul fotopolimeric 3 pe contul purtéto-

purtatorului fototermoplastic in ansamblu.

Exemple de realizare a inventiei

Exemplul 1. n 25 ml de solutie de fotopolimer ce contine 2,5 g copolimer de carbazolil-
etilmetacrilat (CEM) - octilmetacrilat (OMA) cu compozitia: 30:70% mol. se adauga 0,35 g 2,4,7 -
trinitrofluorenona in calitate de sensibilizator. Dupa dizolvare si filtrare din solutie se prepara un
suport de lavsan metalizat 1, ce contine suplimentar strat de injector 2 din fotoconductori
calcogenici (d ~ 0,5 pum) si strat fotopolimeric cu grosimea de 2,5 pm. Fotosensibilitatea,
determinatd dupa timpul de injumatatire a curbei relaxarii potentialului la temperatura optima de
imprimare (75...76 C) constituie (3,8...4,0)-102Ix%s™,

Exemplul 2. Purtatorul fototermoplastic se confectioneazd prin analogie cu exemplul 1 din
copolimerul CEM:OMA (40:60% mol.). Fotosensibilitatea, determinata dupa timpul de injumatatire
a curbei relaxarii potentialului la temperatura de inregistrare a informatiei optice, care este egala cu
80...82°C, constituie (4,3...4,5)-107 Ix™s™.
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Exemplul 3. Purtatorul fototermoplastic se confectioneazd prin analogie cu exemplul 1 din
copolimerul CEM:OMA (50:50% mol.). Temperatura imprimirii constituie 84...86 C. Fotosensibi-
litatea este egald cu 4,6 - 107 1x's™,

Exemplul 4. Purtitorul fototermoplastic se confectioneaza din copolimerul CEM:OMA
(50:50% mol.) neprecipitat. Temperatura de imprimare constituie 80...82°C. Fotosensibilitatea nu
se <zieoslebleste de cea a fotopolimerului supus reprecipitarii, indicat in exemplul 3, si constituie 4,5 -
1071X7s™.

Exemplul 5. Purtatorul fototermoplastic se confectioneazd conform exemplului 1 din
copolimerul CEM:OMA (60:40% mol.). Fotosensibilitatea acestui purtdtor fototermoplastic la
temperatura de imprimare 90°C constituie (5,0...5,2) - 10°1x’s™.

Exemplul 6. Purtatorul fototermoplastic se confectioneazid analogic exemplului 1 din
copolimerul de carbazoliletilmetacrilat si cetilmetacrilat (CEM:CMA) in raport de 60:40% mol.).
Fotosensibilitatea acestui purtitor la temperatura de imprimare 75...77°C constituie (6,0...6,5) - 10°
2 1x* . s Straturile de fotopolimer posedd proprietiti de deformare bune datorita actiunii
plastifiante a cetilmetacrilatului (fig. 3, curbele 4-5).

Exemplul 7. Purtatorul fototermoplastic se confectioneaza analogic exemplului 1 din copolime-
rul CEM:CMA (50:50% mol.). Fotosensibilitatea acestui purtitor la temperatura de imprimare
68...70°C constituie 5,3 - 102 1x's™,
straturile de fotopolimer depuse pe suport metalizat in functie de temperatura (curbele 1,2) si pe
substrat de injector (curbele 3-6): curbele 1,5 - straturi de fotopolimer din copolimer CEM:OMA
(50:50% mol.); curbele 2,6 - straturi de fotopolimer din copolimer CEM:OMA (60:40% mol.); curba
3 - CEM:OMA (30:70% mol.); curba 4 - CEM:OMA (40:60% mol.).

Fig. 3 reprezinta capacitatea de difuzie a luminii in functie de temperaturd pentru straturile
de  fotopolimeri din copolimerii CEM:OMA (1-3) si CEM:CMA (4,5): curba 1 - CEM:OMA
(30:70% mol.), curba 2 - CEM:OMA (40:60% mol.), curba 3 - CEM:OMA (50:50% mol.), curba 4 -
CEM:CMA (50:50% mol.), curba 5 - CEM:CMA (60:40% mol.).

Folosirea stratului de injector din solutii solide cu compozitia As-S-Se-Sn permite reducerea
continutului de CEM 1in copolimeri pand la 30...40% mol. si ameliorarea proprietatilor
deformationale ale straturilor de fotopolimeri, ceea ce in consecintd contribuie la majorarea

(57) Revendicare:

Purtator fototermoplastic ce contine suport din lavsan metalizat cu strat injector si strat
fotopolimeric depuse consecutiv, caracterizat prin aceea ca stratul injector este executat din
solutie solidd de semiconductor calcogenid vitrific din sistemul As-S-Se-Sn cu grosimea 0,4...0,5
pm, iar stratul fotopolimeric este constituit din copolimerul carbazoliletilmetacrilatului.
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